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ลกัษณะรายวชิา 
 

  
1.  รหสัและชื่อวชิา             20112303 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถ่ีสูง 
                                    (High Frequency Electronic Circuit Analysis) 
2.  สภาพรายวชิา               วชิาชีพเฉพาะ   
                                      หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง         
3.  ระดบัรายวชิา                ภาคการศึกษาท่ี 2  ชั้นปีที่ 2 
4.  รายวชิาพืน้ฐาน              -  
5.  เวลาศกึษา                   ทฤษฎี  1  ชั่วโมง    ปฏิบัติ 2  ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 3  ชั่วโมง  และนักศึกษา 
                                      จะต้องใช้เวลาศึกษาค้นคว้านอกเวลา 3  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอด 18  สัปดาห์    
6. จ านวนหนว่ยกิต              2 หน่วยกิต 
7. จดุมุง่หมายรายวชิา เพ่ือให้ 

1.  เข้าใจคุณสมบัติ การท างานและการใช้งานของอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ในวงจรย่านความถ่ีสูง 
2.  สามารถวัดและทดสอบวงจรใช้งานของอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ในวงจรย่านความถี่สูง 
3.  มีกิจนิสัยในการท างานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน           

     และมีจริยธรรมในงานอาชีพ        
 

  8. ค าอธบิายรายวชิา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าและพารามิเตอร์ของวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ในย่าน ความถ่ีสูงของไดโอด ทรานซิสเตอร์และเฟต การวิเคราะห์และ
ออกแบบวงจรแมตชิ่ง วงจรฟิลเตอร์ วงจรเรโซแนนซ์ วงจรออสซิลเลเตอร์ วงจรทวี
ความถี่ วงจรเฟสล็อคลูป วงจรซินทิไซเซอร์ วงจรขยายคลาสต่าง ๆ วงจรขยายย่าน
ความถี่สูง วงจรขยายแบบจูนด์และวงจรขยายก าลังแบบลิเนียร์ 
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การแบง่บทเรยีน/หวัขอ้ 

บทเรยีนที ่ รายการ เวลา(ชัว่โมง) 
ท ป 

1 1. คุณสมบัติทางไฟฟ้าและพารามิเตอร์ของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในย่าน 
ความถี่สูง 
     1.1. ไดโอด 
     1.2. ทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์ 
     1.3. ทรานซิสเตอร์แบบสนามไฟฟ้า 

3 6 

2 2. วงจรขยายคลาสต่าง ๆ วงจรขยายย่านความถี่สูง 
    2.1 วงจรขยายย่านความถี่สูงโดยใช้ทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์ 
(BJT) 

2.1.1 วงจรขยายคลาสเอ (Class A Amplifier)  
2.1.2 วงจรขยายคลาสบี (Class B Amplifier)  
2.1.3 วงจรขยายคลาสเอบี (Class AB Amplifier)  
2.1.4 วงจรขยายคลาสซี (Class C Amplifier)  
2.1.5 วงจรขยายคลาสดี (Class D Amplifier) 

    2.2 วงจรขยายย่านความถี่สูงโดยใช้ทรานซิสเตอร์แบบสนามไฟฟ้า
(FET) 

2.2.1 วงจรขยายคลาสเอ (Class A Amplifier)  
2.2.2 วงจรขยายคลาสบี (Class B Amplifier)  
2.2.3 วงจรขยายคลาสเอบี (Class AB Amplifier)  
2.2.4 วงจรขยายคลาสซี (Class C Amplifier)  
2.2.5 วงจรขยายคลาสดี (Class D Amplifier) 

  

5 10 

 สอบกลางภาค   

3 3. วงจรขยายจูน 
3.1 วงจรจูน R-L-C ขนาน 
3.2 การวัดตัวเหนี่ยวน าและตัวประกอบคุณภาพของตัวเหนี่ยวน า 
3.3 หม้อแปลง 
3.4 หม้อแปลงที่มีแท๊ป 
3.5 วงจรขยายจูนโดยใช้ทรานซิสเตอร์ดับเบิลจูน 
3.6 การออกแบบวงจรขยายจูนโดยใช้ทรานซิสเตอร์ดับเบิลจูน 
3.7 วงจรขยายจูนโดยใช้พิโซเซลามิกฟิลเตอร์ 

2 4 
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บทเรยีนที ่ รายการ เวลา(ชัว่โมง) 
ท ป 

4 4. วงจรทวีความถี่ 
    4.1 วงจรทวีความถี่ 2 เท่า โดยใช้ไดโอด 
    4.2 วงจรทวีความถี่ 2 เท่า โดยใช้ทรานซิสเตอร์และไดโอด 
    4.3 วงจรทวีความถี่แบบคอนเวอร์เตอร์ 

2 4 

5 5. วงจรออสซิลเลเตอร์ย่านความถ่ีสูง 
    5.1 วงจรออสซิลเลเตอร์แบบเชื่อมต่อ 3 จุด 
    5.2 วงจรออสซิลเลเตอร์แบบใช้ชิ้นผลึก 
    5.3 การออกแบบวงจรออสซิลเลเตอร์แบบฮาร์ตเลย์ โดยใช้
ทรานซิสเตอร์ 
    5.4 การออกแบบวงจรออสซิลเลเตอร์แบบโคลพิตต์ โดยใช้
ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า (FET) 
    5.5 การออกแบบวงจรออสซิลเลเตอร์แบบโคลพิตต์ โดยใช้ชิ้นผลึก 
    5.6 การออกแบบวงจรออสซิลเลเตอร์แบบแคลปป์ 

3 6 
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6. วงจรแมตช์และฟิลเตอร์ 
    6.1 การวงจรแมตช์ 
    6.2 วงจรกรองความต่ าสูงแบบบัตเตอร์เวิร์ท 
    6.3 วงจรกรองความถ่ีสูงแบบบัตเตอร์เวิร์ท 

1 2 

 สอบปลายภาค   
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จดุประสงค์การสอน 

บทเรยีนที ่ รายการ เวลา(ชัว่โมง) 
ท ป 

1 1. คุณสมบัติทางไฟฟ้าและพารามิเตอร์ของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในย่าน 
ความถี่สูง 
     1.1 อธิบายคุณสมบัติทางไฟฟ้าและพารามิเตอร์ของวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ในย่านความถี่สูงของไดโอดได้ 
     1.2 อธิบายคุณสมบัติทางไฟฟ้าและพารามิเตอร์ของวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ในย่านความถี่สูงของทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์ได้ 
     1.3 อธิบายคุณสมบัติทางไฟฟ้าและพารามิเตอร์ของวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ในย่านความถี่สูงของทรานซิสเตอร์แบบสนามไฟฟ้าได้ 

3 6 

2 2. วงจรขยายคลาสต่าง ๆ วงจรขยายย่านความถี่สูง 
    2.1 อธิบายและออกแบบวงจรขยายย่านความถี่สูงโดยใช้
ทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์ (BJT) คลาสต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

2.1.1 วงจรขยายคลาสเอ (Class A Amplifier)  
2.1.2 วงจรขยายคลาสบี (Class B Amplifier)  
2.1.3 วงจรขยายคลาสเอบี (Class AB Amplifier)  
2.1.4 วงจรขยายคลาสซี (Class C Amplifier)  
2.1.5 วงจรขยายคลาสดี (Class D Amplifier) 

    2.2 อธิบายและออกแบบวงจรขยายย่านความถี่สูงโดยใช้
ทรานซิสเตอร์แบบสนามไฟฟ้า (FET) คลาสต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

2.2.1 วงจรขยายคลาสเอ (Class A Amplifier)  
2.2.2 วงจรขยายคลาสบี (Class B Amplifier)  
2.2.3 วงจรขยายคลาสเอบี (Class AB Amplifier)  
2.2.4 วงจรขยายคลาสซี (Class C Amplifier)  
2.2.5 วงจรขยายคลาสดี (Class D Amplifier)  

5 10 

3 3. อธิบายและค านวณวงจรขยายจูนแบบต่าง ๆ ต่อไปนี้ได้ 
3.1 วงจรจูน R-L-C ขนาน 
3.2 การวัดตัวเหนี่ยวน าและตัวประกอบคุณภาพของตัวเหนี่ยวน า 
3.3 หม้อแปลง และหม้อแปลงที่มีแท๊ป 
3.4 วงจรขยายจูนโดยใช้ทรานซิสเตอร์ดับเบิลจูน 
3.5 การออกแบบวงจรขยายจูนโดยใช้ทรานซิสเตอร์ดับเบิลจูน 
3.6 วงจรขยายจูนโดยใช้พิโซเซลามิกฟิลเตอร์ 

2 4 
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บทเรยีนที ่ รายการ เวลา(ชัว่โมง) 
ท ป 

4 4. อธิบายและออกแบบวงจรทวีความถ่ีแบบต่าง ๆ ต่อไปนี้ได้ 
    4.1 วงจรทวีความถี่ 2 เท่า โดยใช้ไดโอด 
    4.2 วงจรทวีความถี่ 2 เท่า โดยใช้ทรานซิสเตอร์และไดโอด 
    4.3 วงจรทวีความถี่แบบคอนเวอร์เตอร์ 

2 4 

5 5. อธิบายและออกแบบวงจรออสซิลเลเตอร์ย่านความถี่สูงแบบต่าง ๆ 
ต่อไปนี้ได้ 
    5.1 วงจรออสซิลเลเตอร์แบบเชื่อมต่อ 3 จุด 
    5.2 วงจรออสซิลเลเตอร์แบบใช้ชิ้นผลึก 
    5.3 การออกแบบวงจรออสซิลเลเตอร์แบบฮาร์ตเลย์ โดยใช้
ทรานซิสเตอร์ 
    5.4 การออกแบบวงจรออสซิลเลเตอร์แบบโคลพิตต์ โดยใช้
ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า (FET) 
    5.5 การออกแบบวงจรออสซิลเลเตอร์แบบโคลพิตต์ โดยใช้ชิ้นผลึก 
    5.6 การออกแบบวงจรออสซิลเลเตอร์แบบแคลปป์ 

3 6 
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6. อธิบายและออกแบบวงจรแมตช์และฟิลเตอร์แบบต่าง ๆ ต่อไปนี้ได้ 
    6.1 การวงจรแมตช์ 
    6.2 วงจรกรองความต่ าสูงแบบบัตเตอร์เวิร์ท 
    6.3 วงจรกรองความถ่ีสูงแบบบัตเตอร์เวิร์ท 

1 2 
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การประเมนิผลรายวชิา 

รายวิชานี้แบ่งเป็น 6 หน่วย   แยกได้   6  บทเรียน    การวัดและประเมินผลรายวิชาจะด าเนินการ  ดังนี้ 
 
1. วิธีการ ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินผลแยกเป็น 3  ส่วนโดย 
                     แบ่งแยกคะแนนแต่ละส่วนจากคะแนนเต็ม  ทั้งรายวิชา 100 คะแนนดังนี้ 
                   1.1 ผลงานที่มอบหมาย 20 คะแนน  หรือร้อยละ 20 
                  1.2 พิจารณาจากจิตพิสัย  ความตั้งใจ และการเข้าร่วมกิจกรรม 20 คะแนน หรือร้อยละ 20   
   1.3 การทดสอบแต่ละหน่วยเรียน  60  คะแนน  หรือร้อยละ  60                 

 
โดยจัดแบ่งน้ าหนักคะแนนในแต่ละหน่วยตามตารางหน้าถัดไป 
 
2. เกณฑผ์่านรายวิชา ผู้ที่จะผ่านรายวิชานี้จะต้อง 
 2.1  คะแนนสอบรวมต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 

2.2  มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
2.3  ต้องผ่านการสอบกลางภาค และปลายภาค 

 
3.  เกณฑ์ค่าระดับคะแนน 
 3.1  พิจารณาเกณฑ์ผ่านรายวิชาตามข้อ 2  ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 2 จะได้รับค่า ระดับคะแนน F 

3.2  ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ข้อ 2  จะได้รับค่าระดับคะแนนตามเกณฑ์  ดังนี้ 
คะแนนร้อยละ  80  ขึ้นไป          ได้ระดับคะแนน   A 
คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ  75-79 ได้ระดับคะแนน  B+ 
คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ  70-74 ได้ระดับคะแนน  B 
คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ  65-69 ไดร้ะดับคะแนน  C+ 
คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ  60-64 ได้ระดับคะแนน  C 
คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ  55-59 ได้ระดับคะแนน  D+ 
คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ  50-54 ได้ระดับคะแนน  D 
คะแนนต่ ากว่าร้อยละ       50 ได้ระดับคะแนน  F 
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ตารางก าหนดน้ าหนักคะแนน 
เล

ขท
ีบ่ท

เรยี
น 

  คะแนนรายบทเรยีนและน้ าหนกัคะแนน 
 

 
 

ชื่อบทเรียน 

 ค
ะแ

นน
รา

ยห
นว่

ย 

น้ าหนกัคะแนน 

พุทธิพสิยั 

ทัก
ษะ

พสิ
ยั 

คว
าม

รู-้ค
วา

มจ
 า 

คว
าม

เข
า้ใ

จ 

กา
รน

 าไ
ปใ

ช ้

สงู
กว

า่ 

1 คุณสมบัติทางไฟฟ้าและพารามิเตอร์ของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ใน
ย่าน ความถี่สูง 

10 5 3 2   

2 วงจรขยายคลาสต่าง ๆ วงจรขยายย่านความถี่สูง 10 2 3 2  3 
3 วงจรขยายจูน 10 2 3 2  3 
4 วงจรทวีความถ่ี 10 2 3 2  3 
5 วงจรออสซิลเลเตอร์ย่านความถ่ีสูง 10 2 3 2  3 
6 วงจรแมตช์และฟิลเตอร์ 10 2 3 2  3 
        
        
        
        
        
ก คะแนนภาควชิาการ (พทุธพิสิยัและทกัษะพสิยั) 60 15 18 12  15 
ข คะแนนภาคผลงาน (รายงาน, ชิ้นงาน เปน็การบรูณาการทกุหนว่ย) 20 

 ค คะแนนจติพสิยั 20 
 รวมทัง้สิน้ 100 
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ก าหนดการสอน 

สปัดาหท์ี ่ วนั / เดือน คาบที ่ รายการสอน หมายเหต ุ
1  1-3 คุณสมบัติทางไฟฟ้าและพารามิเตอร์ของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในย่าน 

ความถี่สูงไดโอด 

 

2  4-6 คุณสมบัติทางไฟฟ้าและพารามิเตอร์ของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในย่าน 
ความถี่สูงทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์ 

 

3   7-10  คุณสมบัติทางไฟฟ้าและพารามิเตอร์ของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในย่าน 
ความถี่สูงทรานซิสเตอร์แบบสนามไฟฟ้า 

 

4  11-13  วงจรขยายย่านความถี่สูงโดยใช้ทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์ (BJT) 
     วงจรขยายคลาสเอ (Class A Amplifier)  
     วงจรขยายคลาสบี (Class B Amplifier)  

 

5  14-16 วงจรขยายย่านความถี่สูงโดยใช้ทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์ (BJT) 
     วงจรขยายคลาสเอบี (Class AB Amplifier)  
     วงจรขยายคลาสซี (Class C Amplifier)  

 

6  17-20 วงจรขยายย่านความถี่สูงโดยใช้ทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์ (BJT) 
    วงจรขยายคลาสดี (Class D Amplifier) 
วงจรขยายย่านความถี่สูงโดยใช้ทรานซิสเตอร์แบบสนามไฟฟ้า(FET) 
    วงจรขยายคลาสเอ (Class A Amplifier)  

 

7  21-23 วงจรขยายย่านความถี่สูงโดยใช้ทรานซิสเตอร์แบบสนามไฟฟ้า(FET) 
     วงจรขยายคลาสบี (Class B Amplifier)  
     วงจรขยายคลาสเอบี (Class AB Amplifier) 

 

8  24-26 วงจรขยายย่านความถี่สูงโดยใช้ทรานซิสเตอร์แบบสนามไฟฟ้า(FET) 
    วงจรขยายคลาสซี (Class C Amplifier)  
    วงจรขยายคลาสดี (Class D Amplifier) 

 

9  27-30 สอบกลางภาค  
10  31-33 วงจรขยายจูน 

วงจรจูน R-L-C ขนาน 
การวัดตัวเหนี่ยวน าและตัวประกอบคุณภาพของตัวเหนี่ยวน า 
หม้อแปลง 
หม้อแปลงที่มีแท๊ป 

 

11  34-36 วงจรขยายจูนโดยใช้ทรานซิสเตอร์ดับเบิลจูน 
การออกแบบวงจรขยายจูนโดยใช้ทรานซิสเตอร์ดับเบิลจูน 
วงจรขยายจูนโดยใช้พิโซเซลามิกฟิลเตอร์ 
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สปัดาหท์ี ่ วนั / เดือน คาบที ่ รายการสอน หมายเหต ุ
12  37-40 วงจรทวีความถ่ี 

วงจรทวีความถี่ 2 เท่า โดยใช้ไดโอด 
     
 

 

13  41-43 วงจรทวีความถี่ 2 เท่า โดยใช้ทรานซิสเตอร์และไดโอด 
วงจรทวีความถีแ่บบคอนเวอร์เตอร์ 

 

14  44-46 วงจรออสซิลเลเตอร์ย่านความถ่ีสูง 
วงจรออสซิลเลเตอร์แบบเชื่อมต่อ 3 จุด 
วงจรออสซิลเลเตอร์แบบใช้ชิ้นผลึก 

 

15  46-50 การออกแบบวงจรออสซิลเลเตอร์แบบฮาร์ตเลย์ โดยใช้
ทรานซิสเตอร์ 

การออกแบบวงจรออสซิลเลเตอร์แบบโคลพิตต์ โดยใช้
ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า (FET) 

 

16  51-53 การออกแบบวงจรออสซิลเลเตอร์แบบโคลพิตต์ โดยใช้ชิ้นผลึก 
การออกแบบวงจรออสซิลเลเตอร์แบบแคลปป์ 

 

17  54-56 วงจรแมตช์และฟิลเตอร์ 
การวงจรแมตช์ 
วงจรกรองความต่ าสูงแบบบัตเตอร์เวิร์ท 
วงจรกรองความถี่สูงแบบบัตเตอร์เวิร์ท 

 

18  57-60 สอบปลายภาค  
     

 


